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7g激光里示尋找較好的拍描器

美園德克哥拉斯仗器公司正方美固崖牢里F姆航盡投展申A:'-"研制磁致伸縮拍描器。 送科新途

徑正作均在軍事指捍和控制系鏡中的大屏激光器里示中的起拍描作用的庄屯技朮的代替物遊

行武盤。 方了校得較高的分辨率，盎罕吋制造每秒 945 行的拍描器很戚共趣普通屯祖拍描

速率均每秒 525 行，因方庄屯技木不能滿足較高的速率。

新拍描器預i十于 8 月份交給~姆航空盟主展中 Jr}，句該公司把戶生多色激光里示器交給送

小中心的肘向大体相同。

原載 Electronics ， 1966, 39， 蛇口， 26 (周碧秀譯)

寬帶光屯倍增管

美固西耳凡尼里串9.r品公司已研制出一耕用于激光通訊的寬帶光屯倍增管，其帶寬方

2.5 千兆周， 鈞均已往接收器的 10 倍.起可且每到更大的帶寬。 在~耳航空盟主展中 J[二的投

起下研制成的，此神裝置己作戲裝各，可討管面欲拍描部分避行屯子拉描。

原載 AW & S T , 1966 , 84，地10. 99 (王克武浮)

以汽相法生長 GaAs 裝置

美園元錢屯公司已研制出連該操作的制造 GaAs 和 GaAsP 裝置的技求。半旱体和泰民

在汽志肘混合;因此，此神操作是晶体制造社程的一部分。 基于送小迂程， 美固元錢屯公司

預言 GaAs 在激光器、徵設和屯致投光領域中的使用金急驟增加。該公司說，它已用達科新

品 技朮裝制造商科裝置:內恩(Gunn)振蕩器，在 40 兆赫赴有 40 毫克，井有 40% 的荷周一一

在該頓率赴迄今方止所扶得的最高功率一一和第一台室溫半旱体激光器。

1965 年，德克古拉斯仗器公司卉始出售以美fg生戶技木制造的二板管。 然而，在該公司的

方法中，送小迂程最少包括一小被体掛毀。

原載 Electronics， 1966 , 39，蛇口， 25 (周碧秀譯)
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